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Losung 1 (10 Punkte)

Fiir GE und L ergibt sich folgende Funktionstabelle:
A Ay By By |GE L
o 0 0 0 1 0
o 0 0 1 0 1
0o 0 1 0 0 1
o o0 1 1 0 1
o 1 0 0 1 0
o 1 0 1 1 0
o 1 1 0 0 1
o 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0
10 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1
11 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0
11 1 0 1 0
11 1 1 1 0

1. KNF von GE:
(AyV AgV By V By) A(AyV AgV By V By) A (A V Ay V By V By)A
(A} VAgV BV By) A(A1 VAV By V By) A (A V Ay V By V By)
Vereinfacht: (A; V AgV By) A (A1 V By) A (AgV By V By)

2. NORg-Darstellung:

GE(Ay,Ay,B1,By) = (A1V AyV By) A (AL V By) A (AyV BV By)

= A VANVBVA VB VAN B VB,
= NOR3(NOR3(A17 A07 FO)? NOR2(A17 E)a NOR3(AU7 Eu FO))

mit T = NORy(z, x)
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3. Verwende Substitution:

NOR;3(¢,b,a) = c¢VbVa

4. Betrachte GE:

GE(ADAO?BDBO) =

mit T = NORy(z, z)
Dann gilt:

5 DNF von L:
(A1 AN Ao A Bi A Bo) V
V(A1 A Ao A By A\ By)

= (Vb Va

= (eVb)Va

= (Vb)Va

— NOR,(NORs(NORs(c, b), NORs(c, b)), a)

(AyV AoV Bo) A (AL V By) A (AgV By V By)

AV AV ByANAV B AAgN By V By

A NAGANByANALABy A Ay A By A By
NAND;(NAND3 (A, Ag, By), NAND, (A, By), NANDs(Ay, By, By))

(
v

1A Ag A By A By) V(AL A Ag A By A By)

A
(

(
AL NAg A By ABy)V (A1 A Ag A By A By)
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Losung 2 (5 Punkte)
Bestimmung einer NAND-Form mit mehrwertigen NAND-Gattern:

1. Die Funktion wird negiert:

f(d,e,b,a) = (dVecVvbVa)A(cVa)

2. Die Disjunktionen werden doppelt negiert:

f(d,c,b,a) = (dVecvbVa)A(cVa

~—

3. Die Gesetze von Demorgan werden angewendet:

f(d,c,b,a) = (dAeAbAT) A (CAa)

4. f bestimmt sich zu f = fAf:

f(d,c,b,a) = ((E ACADA a)ﬂ(zﬂ;))ﬁ((& ATAbA a)K(EKa))

Ersetzen der mehrwertigen NAND-Gatter:
Es gilt:

aNbANcNd = aANbAcA
= (aNb)AN(aAND)A(cANd)A(cNd)

QU

IS

Einsetzen ergibt:

(<((ZZKE)K(&KE))K((ME)K(M&)))K(Eﬂa))K (((cma)x(axz))x((bxawbxa)))x(am)
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Losung 3

1. NAND-Gatter:

2. NOR-Gatter:

a —
—

}_

b —{re—
—
GND

(4 Punkte)
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Losung 4 (3 Punkte)

CMOS-Schaltnetz: y = ba Vba = (bAa)A (b Aa)
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